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Особый интерес в последние годы вызывает применение для энергонезависимых запоминающих устройств новых материалов на основе графена, в частности, композитов на основе частиц графена и оксида графена (GO), заключённых в полимерную матрицу [1]. Графен является уникальным материалом, состоящим из одного монослоя атомов углерода, упакованных в двумерной гексагональной решётке [2],[3].Частицы графена, являющиеся эффективной средой для накопления носителей заряда, рассматриваются как перспективный материал для ячеек гибридной (полимер-частицы графена) резистивной  энергонезависимой одноразовой (write once read many - WORM) памяти. Аналогичную роль играют и частицы оксида графена, обладающие лучшей по сравнению с графеном, растворимостью в полимерных матрицах.
Нами исследовались эффекты переключения и памяти в полимерных композитных плёнках на основе полифункциональных полимеров – поливинилкарбазола (PVK), полифлуорена (PFD) и поливинилхлорида (PVC), и их композитов с частицами графена и оксида графена. Для реализации WORM-памяти полимеры PVK, PFD и PVC были использованы в качестве матриц для частиц графена и GO. Вольт-амперные характеристики композитных слоёв измерялись на постоянном токе при комнатной температуре в сэндвич геометрии (Al-PVK/PFD/PVC:GO/графен-ITO). Эффект памяти для таких структур заключается в переключении проводимости композитной плёнки из низкопроводящего состояния («выключено») в высокопроводящее («включено») при подаче смещения на Al-ITO электроды.
Полученное нами напряжение переключения значительно ниже порогового напряжения, полученного для подобных композитов в других работах [1]. При переключении наблюдается резкое, на 2-3 порядка, увеличение тока через образец. Образец остаётся во «включённом» состоянии и при обратном направлении сканирования по напряжению, а также при многократном сканировании, как при положительном, так и при отрицательном смещении на электродах.
Механизм резистивного переключения в системе полимер-частицы графена (GO) связан с процессом эффективного захвата и накопления носителей заряда частицами графена (GO), помещёнными в матрицу PVK/PFO/PFD. Частицы графена (GO) работают как ловушки для инжектированных из электродов носителей заряда, которые в результате генерируют локальное электрическое поле внутри органического слоя, что приводит к изменению проводимости композитной плёнки [5]. При этом глубина ловушек играет ключевую роль при определении параметров эффекта памяти в таких гибридных устройствах. Рассмотренный нами эффект переключения в композитных плёнках Al-PVK/PFD/PVC:GO/графен-ITO позволяет создавать на основе таких структур одноразовые ячейки памяти с электрической записью информации [6], а также полевые транзисторы [7].
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